Pr.ABoletin de problemas de la Unidad Tematica A.l:
Caracteristicas principales y utilizaciéon

Pr.A.1. El diodo

1. Obtener de forma grafica la corriente que circula por el diodo del siguiente circuito y la
tension que hay entre sus extremos.
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Fig. Pr.A.1.1: Circuito con diodo y curva caracteristica del diodo.

2. Dado el siguiente circuito con un diodo zener de 5,6V, obtener su punto de operacion
graficamente.
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Fig. Pr.A.1.2: Circuito con diodo zener y curva caracteristica del diodo zener.
3. Resolver el problema 1 con el modelo ideal del diodo.
4. Resolver el problema 2 con el modelo ideal del diodo zener.

5. Determinar la corriente que circula por el diodo en el siguiente circuito.
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Fig. Pr.A.1.5: Circuito con diodo de silicio donde se pide determinar su corriente.

6. Dado el siguiente circuito, determinar la tension en bornes de la carga, R, y la corriente
por los diodos.
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Fig. Pr.A.1.6: Circuito con dos diodos.

7. Dado el siguiente circuito calcular la tensién en bornes de la carga, R, .

Fig. Pr.A.1.7: Circuito con diodo zener.

8. Un diodo de silicio tiene una capacidad de Cjo=40pF para Vr=0V. Teniendo en cuenta que
para el perfil de dopado abrupto m=0,50 y para el perfil de dopado lineal m=0,33, calcular
Cj para Vr=10V y para Vg=1V. Comparar para ambos perfiles la relacion Cjmax/Cjmin.
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Fig. Pr.A.1.8: Perfiles de dopado de gradacion lineal y de gradacién abrupta.

9. Tenemos un diodo rectificador de silicio polarizado con Ip=0,1mA. Determinar su
resistencia dindmica, suponiendo que T=25°C teniendo en cuenta que la resistencia de
conexion es de 1Q.
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10. Determinar la tension AC de pico en bornes de la carga, R., del siguiente circuito. El
diodo es un diodo de silicio de pequefia sefial. Suponer una resistencia de conexién de
10Q.
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Fig. Pr.A.1.10: Circuito con diodo con alimentacion DC y ac.

11. A la entrada de un amplificador se ha colocado un circuito limitador a partir de 2 diodos
conectados a +6V y a -6V respectivamente. La impedancia de salida de la fuente de sefial
es de 500Q y la impedancia de entrada del amplificador se puede suponer infinita. a)
Determinar los niveles aproximados de tension de entrada a los que se produce la
limitacién. b) Escribir las ecuaciones que describen las funciones de transferencia. c) Si se
produce un pico de 15V, calcular la corriente que pasa por un diodo y la tension inversa
que soporta el otro diodo.
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Fig. Pr.A.1.11: Recortador con dos diodos.

12. Explicar el funcionamiento de los siguientes circuitos multiplicadores.
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Fig. Pr.A.1.12: Circuitos multiplicadores con diodos.

Pr.A.2. El transistor bipolar

13. Determinar del circuito de la figura siguiente los factores de estabilidad y calcular la
variacion relativa del punto Q debido a variaciones de B, Vge € lcgo. Datos: 50<p<150;
0,5V<VEe<0,9V; 20°C<T<50°C; lcgo=10nA a 20°C. Tomar los valores medios para
obtener el punto Q y suponer que lcgo Se duplica cada 6°C.
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Fig. Pr.A.2.13: Polarizacion fija de un transistor bipolar.

14. Estudiar la variacion del punto Q al variar la  entre 50 y 200 del transistor de la siguiente
figura. Suponer Vge=0,7V.
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Fig. Pr.A.2.14: Polarizacion por divisor de tension de un transistor bipolar.

15. Disefiar el amplificador de la siguiente figura para que en el punto Q se cumpla que
Vceo=Vee/2 con lcg=2mA, haciendo pasar por el divisor Rg-R; una corriente igual a la
del colector. Calcular a su vez los factores de estabilidad. Suponer Veg=2V, =100 e

lceo=10 nA.
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Fig. Pr.A.2.15: Amplificador en clase A.

16. Obtener los parametros del modelo hibrido en n del transistor de la siguiente figura.
Datos: hge= 120 a 360 y hg= 120 a 480.

Fig. Pr.A.2.16: Amplificador en emisor comin con 2N4124.

17. Calcular sobre el circuito de la figura anterior la impedancia de entrada, la impedancia de
salida y la ganancia en tension utilizando el modelo hibrido en = obtenido en el problema
anterior.

18. Sobre el mismo circuito del problema 16 calcular también los parametros de alta
frecuencia. Datos: hy=120, ft=300MHz
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Fig. Pr.A.2.18: Variacion de las capacidades parasitas y de h;. del transistor 2N4124.

19. Analizar la respuesta en frecuencia del amplificador de la siguiente figura teniendo como
datos: Zs=60002, hs, = 200, hege = 170, fr = 300MHz, Cy, = 2.5pF y C.. = 0.5pF. Fijar para
ello C,=6,8uF, C,=10uF y C3=150uF. Ademas tenemos una capacidad de cableado a la
salida de 10pF.
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Fig. Pr.A.2.19: Amplificador en emisor comdn con 2N4124,

Pr.A.3. El transistor unipolar

20. Analizar el circuito de la figura y determinar Vgs, lpiay Y Vosef), Io Y Vbs maximos y
minimos. Datos: Ipssmin=2MA, Vgsorr-min) = =1V, , lpssmax=9MA, Ves(orr-max) = —7V.

Io (mA)

+8.00—Iossiman

Vout(t)
_T;__

2.00—Ins(mim

1.00

0

Ves(orF.max) VaS(OFF-min)

Fig. Pr.A.3.20: Polarizacion fija para el 2N5458 y curvas de transferencia maxima y minima.

21. Determinar el rango de valores de Ip, Vs, Vp, Ve, Ves, Vps con la tolerancia de los
parametros del FET. Calcular también Ipsay Y Vos(orr), todo ello para el circuito de la
siguiente figura.

Datos: Ipssmin=2MA, Vgsorr-min) = =1V, , lpssmax=9MA, Vesorrmax) = —7V.
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Fig. Pr.A.3.21: Polarizacion estabilizada para el 2N5458 y curvas de transferencia maxima y minima.
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22. Determinar el analisis DC del siguiente circuito. Calcular los mismos parametros que en el
problema anterior teniendo en cuenta que es el mismo transistor.
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Fig. Pr.A.3.22: Polarizacion por divisor de tension para el 2N5458 y curvas de transferencia méxima y minima.

23. Determinar el andlisis DC del siguiente circuito. Calcular los mismos parametros que en el
problema anterior teniendo en cuenta que es el mismo transistor.
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Fig. Pr.A.3.23: Polarizacion por fuente de corriente para el 2N5458 y curvas de transferencia maximay
minima.

24. Determinar los parametros del modelo hibrido en = para el JFET 2N5458 polarizado por
divisor del problema 22. Datos: gosmax=50uS para Vps=15V, Vgs=0V y f=1kHz,
1500uS<gr50<5550uS para Vss=0V; los demas datos se han dado en problemas anteriores.

25. Determinar la impedancia de entrada, Zi,, la impedancia de salida, Zoy, ¥ la ganancia en
tension, Ay, para el amplificador en puerta comun de la figura (tomar g de 2.05mS con r,

aproximadamente infinita y suponer que en el modo activo el JFET se comporta como una
fuente de corriente ideal).
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Fig. Pr.A.3.25: Amplificador en puerta comin con 2N5458.

26. Determinar la respuesta en frecuencia para el amplificador en surtidor comun de la figura.
Los datos son gm=2.05mS, Cy=4pF, Cyy=3pF Yy las capacidades parasitas del circuito son
a la entrada C,,1=10pF y a la salida C,,,=5pF. Suponer r, >> Rp y Cgys despreciable.
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Fig. Pr.A.3.26: Amplificador en surtidor comin con 2N5458.

27. Explicar el funcionamiento de un diodo de corriente sabiendo que esta formado por un
JFET cuya configuracion se muestra en la siguiente figura. Disefiar Rs para una corriente
de 1mA teniendo en cuenta que V,=—3V, Ipss=10mA.
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Fig. Pr.A.3.27: Modelo de un diodo de corriente.
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